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Transistor and transistor circuit 

 ترانزیستور

 

ستور دو قطبی مانند دیود از یک ماده نیمه رسانا ساخته می شود. با این حال برخلاف دیود که دو ناحیه با یک ترانزی

دارد. این  P-Nی متناوبا آغشته و دو اتصال سه ناحیه نیمه رسانادارد ترانزیستورP-N  لاغشتگی مخالف و یک اتصا

 نشان داده شده است. 9-1سه ناحیه متناوبا آغشته  به یکی از دو صورت مختلف ارایش میابند همانگونه که در شکل 

 

 

ا اغشته مشهور به بیس )با نماد زک مختصریک منطقه نوع پی نا     9a-1نشان داده شده در شکل  NPNبا ترانزیسور 

Bبا نماد  دو ناحیه ( بین(نوع مشهور به امیترEو کل) با نماد(کتورCواقع شده است.با نگاه به ع ) لامت طرحواره

میتوانید ببینید که یک پیکان برای مشخص کردن سر سیم امیتر به کارمی رود. به  9b-1 در شکل NPNترانزیستور 

ن است بخواهیم به خاطر داشته باشید که ممک NPNماد طرحواره ترانزیستور  عنوان یک کمک حافظه ای برای ن

است.یک روش ساده تر این است  NPN( ترانزیستور Not pointing inشاره ندارد)هنگامی که پیکان امیتر به بیس ا

 Pپشت پیکان یا اند به یک ترمینال و  Nک پیکان یا کاتد به یک ترمینال و نو که پیکان را یک دیود در نظر گرفت

 دیده میشود. b 9-1د همانگونه که در شکل کوچک اشاره دار
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نازک مختصرا  Nنطقه نوع با این نوع ترانزیستور یک مدیده میشود. c 9-1میتواند در شکل  PNPترانزیستور 

علامت طرحواره  d 9-1تور( قرار گرفته است. شکل ) امیتر و کلک Pته شده )بیس( بین دو منطقه نوع اغش

همان گونه که در شکل  را نشان می دهد. باز هم اگر پیکان امیتر را یک دیود در نظر بگیریم ترانزیستور پی ان پی

اشاره  P شت پیکان یا اند به یک ترمینالو پ Nپیکان یا کاتد به یک ترمینال  نشان داده شده است نوک d 9-1کوچک 

 دارد.
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Transistor Construction and Packaging 

ترانزیستورهاساخت و دسته بندی   

 

با اتصال سه ناحیه متناوبا اغشته تشکیل نمیشوند. این سه لایه  PNPیا  NPNد سه لایه یک ترانزیستور مانند دیو

توسط یک فرایند نفوذ تشکیل می شوند که ابتدا ناحیه بیس در ناحیه کلکتور ذوب میکند و سپس ناحیه امیتر را در 

ساخت با نفوذ یک منطقه بیس فرایند  9a-2نشان داده شده در شکل  NPNستور . مثلا با ترانزیناحیه بیس ذوب میکند

تشکیل شد یک منطقه  P  محض اینکه این منطقه بیس نوعشروع میشود.به  Nدر یک منطقه کلکتور نوع  Pنوع 

 ذوب شده یا جدیدا نفوذ کردهP در منطقه ی بیس نوع  Nیتر نوع ام

 

تشکیل شود. به خاطر داشته باشید که سازندگان عموما هزاران تا از این  NPNتا یک تا یک ترانزیستور  نفوذ میکند

نشان داده  9a-2سازند. همان گونه که در شکل  ترانزیستور ها را همزمان روی یک ویفر یا دیسک نازک نیمه رسانا می

ون بریده میشوند تا ترانزیستورهای جداگانه جدا اینچ قطر دارند به محض ازم 3شده است. این دیسک ها که حدودا 

نشان داده شده است. این بسته بندی a 9-2 شوند.هر ترانزیستور در یک بسته قرار میگیرد همان گونه که در شکل

ترانزیستور را در مقابل رطوبت و گرد و غبار حفظ میکند. روشی برای اتصال الکتریکی بین سه منطقه نیمه رسانا و سه 

نال ترانزیستور فراهم می اورد و به عنوان یک چاهک گرما برای دفع هر گرمای ایجاد شده در ترانزیستور به خارج ترمی

 عمل میکند.
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زیستورهای کم . اکثر ترانبعضی از بسته های نوعی ترانزیستورهای کم توان و توان بالا را نشان میدهد 9-3شکل 

ه سیمشان از کف بسته خارج شده اند زیرا این نوع بسته ها معمولا در نشان داده شده اند س 9a-3توان که در شکل 

ها( قرار گرفته و لهیم میشوند. از سوی دیگر بسته کم توان ترانزیستوری با PCBسوراخ هایی در بردهای مدار چاپی)

این  نصب می شوند.PCBمستقیما روی سطح  ( پایه های دارای فلزی تختی دارد کهSMTتکنولوژی نصب سطحی )

های دارای تراکم اجزای بالا به کار می روند زیرا فضایی کمتر از یک بسته PCBبسته های ترانزیستور عموما در

یک بسته ترانزیستور میان سوراخ به    برای توضیح این موضوع به صورت مفصل تر سوراخدار مصرف میکنند.

ر نیاز دارد. با این حال با یک بسته و یک لایی رابط حول سوراخ جهت اتصال به مدا PCBیک سوراخ در 

SMT کوچک لازم دارد. بدون نیاز به سوراخ لایی ها روی بورد هیچ سوراخی لازم نیست و فقط یک لایه رابط

مدارات چاپی می توانند کوچک تر باشند و نزدیک تر بهم قرار گیرند که به صرفه جویی قابل ملاحظه ای درجا 

 منجر میشود.

Accepter=پذیرنده                                                                                 base= پایه -بیس   

Base to collector diode= دیود بیس به کلکتور 

Bias= بایاس کردن -بایاس  

Bipolar transistor=ترازیستور دو قطبی 

Collector=کلکتور 

Common-emitter bipolar transistor circuit=مدار ترانزیستوری دو قطبی امیتر مشترک 


